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Ekstraksi Model SPICE

Parameter yang dicari :
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JFF : Surface potential Level
L - Panjang Channel.
W : Lebar channel.
Vto : tegangan threshold pada zero bias.
Kp - Transconductance.
Level > Model type (1,2 atau 3).
c : Channel.
Rs : Resistansi source.
Rd : Resistansi drain.
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Nilai parameter ini didapat dari rumus

KT, Na

q ni

KT = 0,0259 V NA= Donor akseptor yang digunakan
Q

Jadi F= 1,96 V

. L

Parameter ini juga dari hasil perhitungan terdahulu. Pada
perhitungan yang digunakan panjangnya adalah 1 mm

. W

Parameter ini juga didapat dari tugas sebelumnya yaitu 8329 mm

. Vto

Nilai parameter ini didapat dari plot grafik IDS terhadap VGS. Nilai
threshold adalah nilai pada saat input akan memberikan pengaruh
pada output. Pada grafik terlihat nilainya adalah 0,9 V. Jadi VDS =
0.9 Volt.
Kp
Nilai parameter ini didapat dari plot grafik IDS terhadap VGS.
Berdasar rumus :
IDS = b(VGS —VTH)VDS dengan b= Kp Wefp

Lefp
Dari grafik pada IDS = 5mA, VGS = 4V, VDS yang digunakan adalah
0,05V, Jadi:
IDS=



KpWefp(VGS-VTH)VDS = IDS.Lefp = 5mA.1mm
= 3,87 nA/V

Lefp Wefp(VGS-VTH)VDS 8329 mMm(4-
0,9).0,05

. Level :

Untuk mengetahui type model, dapat diketahui dari perancangan
yang kita lakukan sejak awal. Pada tugas 8 kita menggunakan
perancangan model 2 (short cahnnel ), sehingga level yang
digunakan adalah level 2.
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Nilai parameter ini didapat dari rumus :

| = Gdisat ; hilai GDIsat dan Ra sat didapat dari grafik Ids
terhadap VDS
Idi sat
Gdisat= 1,56 .10E-1
| =1,56.10E-1 = 5,2.10E-2
3.10E-4

. Ro dan Rs (Drain dan Source Resistansi)
Nilai parameter ini didapat dari grafik IDS Vs Vds
Ro = VDS = 2,2 = 7,3.10E3 Ohm
IDS 3.10E-4
Rd = Rs = 7,3.10E3 Ohm = 7,3 Kohm
Nilai RD sama dengan nilai Rs
Hal ini karena dalam merancangn MOS untuk drain dan source
digunakan doping dan panjang yang sama sehingga karateristiknya
dapat dikatakan sama.




